МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «КТПП»

«Исследование электропроводности полупроводников»

Отчет к лабораторной работе 

по дисциплине «физические основы микролектроники»

                                                                                                              Выполнил: студент

Костин Александр 

Группа 02-ТР1 

                                                                                                                    Проверил: Садков В.Д.

Н.Новгород

2004

Цель работы: Измерение электропроводности полупроводниковых материалов 4 – х зондовым методом, определение типа электропроводности  полупроводника по знаку термо – ЭДС.

                        Экспериментальная часть.

                                 Схема установки.
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Установка для измерения сопротивления полупроводниковых материалов 4 – х  зондовыс методом состоит из измерительного блока и манипулятора. Манипулятор представляет собой измерительную головку, закрепленную на подвижной штанге. Измерительная головка содержит блок с плавающими зондами для измерения сопротивления м блок термозонда для определения типа проводимости материала.

  Задание№1.

По приборам измерительного блока установили ток, протекающий через крайние зонды, и измерили падение напряжений между средними зондами.

Составили таблицу, полученных измерений

	U,mB
	14
	12
	14
	16
	14
	14
	16
	14
	12
	16

	Y,mkA
	43
	45
	43
	38
	38
	40
	44
	42
	44
	44

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Задание№2

Рассчитаем удельное сопротивление исследуемого образца. 

Обычно оно рассчитывается по формуле.
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Задание№3.

Определим тип проводимости по знаку термо – ЭДС , фиксируемой на измерительном блоке. Рассчитаем концентрации носителей.

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Y,mkA
	6
	6
	6
	6.5
	6
	5
	5.5
	6
	6
	6

	R, mOm
	0.25
	0.25
	0.25
	0.24
	0.25
	0.26
	0.26
	0.25
	0.25
	0.25
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Вывод: Изучили явление электропроводности полупроводниковых материалов. Узнали тип проводимости материала, р – тип , получили значение концентраций носителей, а также  величину удельного сопротивления.
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